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= Konunun Ozeti




* [ki N tipi yaniletken madde arasina bir P tipi yariiletken madde veya iki P tipi
yaniletken madde arasina bir N tipi yaniletken madde yerlestirmek suretiyle
olusturulan uc¢ bacakli elemana transistor denir.

* Transistorler bir devrede lic amac icin kullamlabilirler. Bu amaclar yiikseltme, akim
kontrolli ve anahtarlamadir.

* Transistorler yapim teknigine gore;

Nokta temasli transistorler,
Yuzey birlesmeli transistorler
olarak iki grupta toplanabilir.

* Diyotlarda oldugu gibi giinimiizde kullanilan transistorler yiizey birlesmeli olarak
yapilmaktadir.

* Yiizey birlesmeli transistorler; transistorin yapiminda kullanilan maddelerin sayisi ve
yapim teknigine gore;

Bipolar transistorler (BJT),

Foto transistorler,

Unijonksiyon transistorler (UJT),

Alan etkili transistorler (FET),

Metal oksit yaniletken alan etkili transistorler (MOSFET)

olarak gruplandirilabilir.



Bipolar Jonksiyon Transistor (BJT)

* Transistdrler NPN ve PNP olmak lizere
IKi tipte uretilirler.

* Transistorlerin genel yapisi, semboli
ve sadece saglamlik testinde
kullanilan esdeger devresi yanda
gosterilmistir. Sekilde E, Emiter
(Yayici) bacagini, B, Beyz (Taban)
bacagini, C, Kollektor (Toplayici)
bacagini belirtmektedir.

* Sembolde bulunan emiter bacagindaki
ok, emiter akiminin yonunu gosterir.
Dolayisi ile NPN transistérde emiter
akimi transistdrden disa dogru
akarken, PNP transistorde emiter
akimi disarndan transistore dogru
akmaktadir.
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Bipolar Jonksiyon Transistorun Calismasi

* Transistoriin calistirilabilmesi icin bacaklarina DC bir gerilimin uygulanmasi gerekir.
Transistor bacaklari (veya birlesim yiizeyleri) arasina uygulayacagimiz bu DC gerilim
transistorin hangi calisma modunda calisacaginmi belirler. Buna gore BJT'lerde (¢ tip
calisma durumu vardir. Bunlar transistorin doyumda, kesimde veya aktif bolgede
calistinlmasidir.

* Kesim bélgesi transistériin kesimde oldugunu yani tizerinden hemen hemen hic akim
akmadigini belirtir. Bunu bir elektrik anahtarinin acik konumu olarak
degerlendirebiliriz. Bu konumda calistirabilmek icin transistoriin beyz-emiter(B-E) ve
beyz kollektdr(B-C) arasi ters yonde polarmalandirnilimalidir.

* Doyum bélgesi ise transistoriin tasiyabilecegi veya verebilecegi en biyiik akim
degerlerine ulasildigini ve bundan sonra giris ne kadar artarsa artsin ¢ikis akiminin
artmayacagi sonucunu bize bildirir. idealde bu transistoriin kollektdr emiter(C-E)
arasinin kisa devre oldugu sonucunu verir, buda bir elektrik anahtarinin kapanmasi gibi
dusunulebilir. Transistorti doyum bolgesinde calistirabilmek icin, beyz-emiter(B-E)
arasi ve beyz kollektoér(B-C) arasi dogru yani ileri yonde polarmalandirilmalidir.

* Aktif bolgede calisan transistor ise girisindeki sinyali belli bir oranla yiikseltiyor
demektir. Bu bolgede calistirabilmek icin, beyz-emiter(B-E) aras1 dogru yonde, beyz
kollektor(B-C) arasi ise ters yonde polarmalandirilmalidir. Bu bolgede calisacak sekilde
dizayn edilen transistor devresine yukselte¢ devresi denir.



NPN Transistorun Yukselte¢ Olarak Calismasi

*NPN tipi transistoriin yiikseltec olarak calistirilabilmesi icin Emiter-Beyz arasi
dogru polarmalandirilir. Bunun anlami emiter bacagina gerilim kaynaginin (-),
beyz bacagina ise gerilim kaynaginin (+) kutbunun baglanmasi gerektigidir.

* Transistorun Kollektdr-Beyz arasi ise ters polarmalandinlir. Yani kollektore
gerilim kaynaginin (+) , beyzine ise (-) kutbu baglanmalidir.

* Transistoriin yiikseltec olarak calisabilmesi icin gerekli olan bir diger sartta,
kollektor-beyz geriliminin, emiter-beyz geriliminden daha buyuk olmasi
gerektigidir (Vg<V¢g)-



NPN Transistorun Animasyonu

* Beyz-emiter arasi dogru yonde polarmalandirildiginda, emiterden beyze dogru biiyik
bir elektron akisi meydana gelir. Bu elektronlar emiterden cikip beyz katmanina
ulastiginda, onlerine iki yol cikar. Bunlardan birincisi beyze bagli kaynagin + ucu,
digeri ise kollektore bagli kaynagin + ucudur. Kollektérde bulunan bu pozitif gerilim
beyzde bulunan gerilime gore daha pozitif(daha biiyiik) oldugundan, elektronlarin
buyik bolimi beyz yerine kollektdr ucuna dogru hareket ederler. Buna bagli olarakta
elektron akisinin tersi yoniinde yani kollektorden emitere dogru biliylik bir akim
akmaya baslar.

Diger taraftan emiterden gelen elektronlarin %1 lik gibi kiiciik bir bélumi de, beyze
bagli kaynagin pozitif ucu tarafindan cekilerek, beyzden emitere dogru kiiclik bir
akimin akmasina neden olurlar. Boylece beyz gerilimi tarafindan miktar belirlenen
elektronlar, emiterden beyze dogru gelirken bunlarin cogu kollektore gecerek
kollektor akimini olusturular. Yani aslinda beyz akimi ile kollektér akimi kontrol
edilmis olunur.

Emiter ucu bir elektron kaynagi gibi davranmakta ve elektron yaymaktadir, bu yiizden
bu uca ingilizce yayici anlamina gelen emitter denmektedir. Kollektor ise yayilan bu
elektronlarin biiylik bir bolimiinii kendine dogru cektigi icin ingilizce toplayici
anlamina gelen collector ismi ile anilmaktadir. Beyz ise bu iki uca taban teskil
etmekte ve bu ylzden taban(Base) ismi ile adlandirilmaktadir.
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NPN Transistorun Animasyonu

* Kirchoffun akim kanununu
Al Yo transistore uygularsak, yani
transistort bir diigim noktasi
olarak kabul edip, giren
Fl oy - C akimlarla ¢ikan akimlan
! + — + + . >
esitlersek,

le=lg+lc

formulint elde ederiz. Bu
formul bundan sonra cok sik
kullanacagimiz ve transistorler
- - icin vazgecilmez olan bir
- Ve esitliktir.

| EI=| * Formilden de goriildiigu gibi
emiter akimi, beyz ve kollektor
akimlarinin toplamina esittir.




PNP Transistorun Yukselteg¢ Olarak Calismasi

* PNP tipi transistoriin calisabilmesi icinde yine NPN transistdrde oldugu gibi
Emiter-Beyz arasi dogru yani emiter bacagina gerilim kaynaginin (+), beyz
bacagina ise (-) kutbu baglanarak, kollektor -beyz arasi ise ters yani
transistoriin kollektoriine gerilim kaynaginin (-) kutbu, beyzine ise (+) kutbu
baglanarak) polarmalandinlir.

* Yine transistorin yiikseltec olarak calisabilmesi icin kollektor-beyz
geriliminin, emiter-beyz geriliminden bliylik olmasi gerektigi
unutulmamalidir (Vg<Veg).



* PNP transistoriin calismasi NPN
ile hemen hemen aymdir.
* Buradaki fark NPN transistorde

N P N I
- = akim tasiyici olarak negatif
7 T B yiklii elektronlar kullanmlirken,
+ - .- = PNP transistdrde pozitif yuklu
N - | + _ — oyuklar kullanilmasidir.

— - * Burada dikkat edilmesi gereken
husus PNP transistorden akan
akimlarin yonlerinin, NPN
transistordekiler ile ters yonli

Y i oldugudur.
Vi Ve *NPN transistorde elde edilen
=]

| .=+l esitligi PNP transistorde
de gecerlidir.



Ortak Emiterli Devreler

* Bir transistor devreye Uc farkli sekilde baglanabilir. Bu baglanti sekilleri; emiteri
ortak, beyzi ortak ve kollektori ortak baglanti olarak isimlendirilir.

* Burada daha yaygin olarak kullanilan emiteri ortak baglant1 incelenecektir.

* Eger bir transistorde giris ile cikis transistériin emiter bacagini sase (ortak) olarak
kullaniyorsa bu tur devrelere ortak emiterli devreler denir. Ortak emiterli devrenin
giris direnci dusuk, ¢ikis direnci ise yuksektir. Ortak emiterli bir transistériin baglanti
sekli asagida verilmistir.

* Ortak emiterli devreler genellikle
yukseltme amacli olarak kullanmlirlar.
Bu devrelerde yukseltme oranini,
yani giris akiminin (bu devrede I;)
cikista ne kadar yikseltilecegini (bu 4
devrede cikis akimi |.), beta g N Ven ==
katsayis1 belirler. Bu katsayinin . [E
formulu asagidaki gibidir:

Z IC’
H: }H:—

E IB

Vi ' N Ve

It
=Y
|

NPN PNP
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Ortak Emiterli Devreler

* Ortak emiterli devrenin cikis (kollektor) karakteristigi asagida goriilmektedir. Bu
grafigi dikkatle inceledigimizde su sonuca variriz. Transistorin I, akim1 maksimum
seviyeye ulastiginda V. gerilimimiz 0 degerine yaklasir, bu durumda transistér doyuma
gider. Eger V. gerilimi maksimum degere ulasirsa bu durumda I degerimiz 0 degerine
yaklasir ve transistor kesime gider.

* Transistorin kesime gittigi

durumda kollektdr emiter Lk +90A
arasindan hi¢ akim akmaz. Bu da i &*E‘f;ﬁm
transistorin agik anahtar = s
konumuna ge¢gmesi demektir. ' ,’___—-’/-f-/':“' i -
* Transistor bir devrede anahtarlama | R U—f:émr - ARTFREOLGE
elemani olarak kullaniliyorsa bu _ ’/i P
durumda transistor yalmz kesim ¢ B -10pA
ve doyum bolgelerinde —— \ ey
calistiriiyordur. Bunun haricindeki TR
bdlge aktif bolgedir ve ylkseltme
islemi transistor bu bélgede T

calisirken gerceklesir.
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Transistorun Calisma Kararlihigini Etkileyen Faktorler

* Bir transistoriin kararli calisabilmesi icin 6ncelikle calisma sartinin
saglanmasi gerekir. Yani, beyz-emiter aras1 dogru, beyz-kollektor aras1 ters
polarmalandinlmalidir.

* Transistor icin hazirlanan kataloglarda verilen bilgilere mutlaka uymak
gerekir. Bu kataloglarda transistoriin calisabilecegi; akim sinir degerleri,
gerilim sinir degerleri, calisma sicaklik bandi ve calisma frekans bandi
belirtilmistir. Bu verilere uyulmadigi takdirde transistoriin kararli calismasi
beklenemez.

* Bir transistorun kararli calismasim etkileyen faktorler:

> Sicaklik
» Frekans
» Asin gerilim ve akimlar
» Cevre etkileri
olarak siralanabilir.
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Konunun Ozeti

iki N tipi yarniletken madde arasina bir P tipi
yariiletken madde veya iki P tipi yariiletken madde
arasina bir N tipi yariiletken madde vyerlestirmek
suretiyle olusturulan ii¢ bacakhh elemana transistor
denir. Transistorler bir devrede vyiikseltme, akim
kontrolii ve anahtarlama amaciyla kullanilabilirler.
BJT transistorler NPN ve PNP olmak iizere iki tipte
iiretilirler. gore BJT'lerde ii¢ tip c¢alisma durumu
vardir. Bunlar transistériin doyumda, kesimde veya
aktif bolgede calistirllmasidir. Transistoriin yiikselteg
olarak calistirilabilmesi icin Emiter-Beyz arasi dogru,
Kollektor-Beyz arasi ise ters polarmalandirilir ayrica
kollektoér-beyz geriliminin, emiter-beyz geriliminden
biyik olmasi gerektigi unutulmamalidir (Vgg<Vg).
Transistériin  emiter akimi, beyz ve kollektor
akimlarinin ~ toplamina  esittir (I =lg+l).  Bir
transistorde giris ile gikis transistériin emiter bacagini
sase (ortak) olarak kullaniyorsa bu tiir devrelere ortak
emiterli devreler denir. Bu devrelerde yiikseltme
oranini, yani giris akiminin (bu devrede I;) ¢ikista ne
kadar yiikseltilecegini (bu devrede cikis akimi 1), beta
katsayisi belirler (B=1./1g).
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